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１．概要（Summary） 

現在、湖沼などの水質を持続的にモニタリングす

るためのセンサネットワークシステムの構築と多数

の水質センサが必要になる。本研究では、イオン感

応性電界効果トランジスタ(ISFET)と Pt 電極、ダイ

オードを水質モニタリング用の原理として使用し、

水素イオン濃度(ｐH)と流速、水温をそれぞれ測定す

る安価な多項目式センサの作製を行う[1]。また、作

製する多項式センサの ISFET において、ソース電極

とドレイン電極に櫛形電極を使用することで、イオ

ン感応度の高いセンサを作製する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置、拡散炉、スピンコータ、両面マス

クアライナ、スパッタ装置 

 

【実験方法】 

京大ナノハブのレーザ描画装置を用い、Cr マスク

ブランクスに設計したパターン通り描画し、マスク

の作製を行った。 

次に FAIS 微細加工プラットフォームにて、作製し

た Cr マスクを使用し半導体ウェハ―上にフォトリソ

グラフィ工程によるアライメントマーク作製を行っ

た。その後、再びフォトリソグラフィ工程を行い、

イオン注入装置を使用して、ｐウェルとｎウェルの

作製を行った。そして、リソグラフィ工程によるコ

ンタクトホール作製とスパッタ装置による Al-Si 配線

作製を行った。また、ISFET の反応膜には SiN を用

い、プラズマ CVD 法により蒸着を行った。 

次に東北大ナノテクにて、リフトオフ法による

Ti/Pt 電極層の作製と SU8 を使用し保護層の形成を

行った。その後、ダイシングを行い、水質モニタリ

ング用センサを完成させた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

半導体プロセスにより、ISFET、Pt 電極、ダイオ

ードをワンチップ化した水質モニタリング用センサ

の作製が行えた(Fig.１) 。今回作製したチップでは

SiO₂の上に SiN の膜を成膜することにより、以前の

イオン感応度より良い結果が得られた。櫛形電極の

方でも同様にイオン感応度が良い結果を得られた。

今後、本手法により作製を行うことで、安価な水質

センサの作製が実現できると考えられる。 

 

 
Fig. 1. Water quality monitoring sensor with ISFET, 

Pt electrode and diode 
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